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※概要（Summary ）：

プローブカードが有する接触子（針）には、導電性が

高く、耐腐食性に優れ、接触端以外を電気的に保護す

る為に絶縁性、ガード機能が優れていることが要求さ

れる。この物性を有する薄膜を選定し、接触子に形成

することを前提とし、TSMRV90、SiO2、TiO2の絶縁

膜としての検討を行う。

※実験（Experimental）：

TSMRV90、SiO2、TiO2は基材に塗布し、焼成するこ

とにより絶縁膜として使用する。スピンコーター、熱

処理炉（ホットプレート、高温処理炉）、薄膜物性評

価装置、触針式薄膜段差計（テンコール社製 P-15）

を用いた。

※結果と考察（Results and Discussion）：

上図は熱処理後に実施した薄膜の硬度測定結果であ

る。TiO2は Hv 350 程度と高い硬度を示しているが、

右図の表面観察結果の通り、薄膜が疎らになって見え

る為、詳細な再評価する必要がある。SiO2 は 150～

500℃の範囲で硬度に大きな変化は無く、Hv 150 程度。

TSMRV90 は Hv50 以下であり、以前行った 280～

350℃のサンプルよりも 20％程度低い硬度を示して

いて、熱処理温度との関係が見受けられる。

上図は熱処理後のサンプルの表面観察写真である。

SiO2 の全てのサンプルにおいて亀裂のようなものが

見て取れる。また、TiO2は黒く焦げたような斑点が疎

らに分布している。この後、蒸着膜形成を実施して絶

縁特性を評価する予定をしていたが、正確な評価を行

う為には再度 SiO2と TiO2の調合、攪拌条件等から検

討を実施する必要がある。

※その他・特記事項（Others）：

・用語説明

ゾルゲル法：金属アルコキシド系ゾルを加熱などによ

り ゲル状態とし、セラミックスなどを合成する。
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熱処理最高温度[℃]

硬度[HV]

No,4 [ＳｉＯ2]150℃ No,5 [ＳｉＯ2]500℃

No,1 [TSMRV90 27cp]250℃ No,2 [TSMRV90 27cp]150℃ No,3 [ＳｉＯ2]250℃

No,7 [TｉＯ2]250℃ No,8 [TｉＯ2]250℃

No,6 [ＳｉＯ2]1000℃


